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본 발명은 증착마스크에 의하여 발광층을 포함하는 유기막층을 형성함에 있어서, 화소정의막의 상부에 위치하는

볼형 스페이서를 사용하여, 증착마스크의 요철에 의한 화소정의막 등의 손상을 방지하기 위한 것으로, 기판; 상

기 기판 상에 위치하는 제1전극; 상기 제1전극 상에 위치하고, 상기 제1전극을 노출시키는 개구부 및 제1영역과

제2영역으로 구분되는 비개구부를 구비하는 화소정의막; 상기 화소정의막의 제2영역에 위치하는 다수개의 볼형

스페이서; 상기 제1전극의 상부에 위치하며, 발광층을 포함하는 유기막층; 및 상기 유기막층의 상부에 위치하는

제2전극을 포함하며, 상기 제1영역은 상기 개구부의 에지부를 따라 위치하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광표

시장치를 제공한다.

또한, 본 발명은 기판을 제공하고, 상기 기판의 상부에 제1전극을 형성하고, 상기 제1전극의 상부에 화소정의막

을 형성하고, 상기 화소정의막의 상부에 다수개의 볼형 스페이서를 도포하고, 상기 화소정의막 상에 제1전극의

일부를 노출시키는 개구부 및 제1영역과 제2영역으로 구분되는 비개구부를 형성하고, 상기 제1전극의 상부에 위

치하며, 발광층을 포함하는 유기막층을 형성하고, 상기 유기막층의 상부에 제2전극을 형성하는 것을 포함하는 것

을 포함하고, 상기 제1영역은 상기 개구부의 에지부를 따라 형성되는 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치

의 제조방법을 제공한다.

대 표 도
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특허청구의 범위

청구항 1 

기판;

상기 기판 상에 위치하는 제1전극;

상기 제1전극 상에 위치하고, 상기 제1전극을 노출시키는 개구부 및 제1영역과 제2영역으로 구분되는 비개구부

를 구비하는 화소정의막;

상기 화소정의막의 제2영역에 위치하는 다수개의 볼형 스페이서;

상기 제1전극의 상부에 위치하며, 발광층을 포함하는 유기막층; 및

상기 유기막층의 상부에 위치하는 제2전극을 포함하며,

상기 제1영역은 상기 개구부의 에지부를 따라 위치하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치.

청구항 2 

제 1 항에 있어서,

상기 제1영역은 상기 제2영역보다 단차가 낮은 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치.

청구항 3 

제 1 항에 있어서,

상기 제1영역의 폭은 상기 구형 스페이서의 크기의 1/2이상인 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치.

청구항 4 

제 1 항에 있어서,

상기 구형 스페이서의 크기는 3㎛ 내지 10㎛인 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치.

청구항 5 

제 1 항에 있어서,

상기 화소정의막은 폴리아크릴계 수지(polyacrylates resin), 에폭시 수지(epoxy resin), 페놀 수지(phenolic

resin), 폴리아미드계 수지(polyamides resin), 폴리이미드계 수지(polyimides rein), 불포화 폴리에스테르계

수지(unsaturated polyesters resin), 폴리페닐렌계 수지(poly(phenylenethers) resin), 폴리페닐렌설파이드계

수지(poly(phenylenesulfides) resin) 및 벤조사이클로부텐(benzocyclobutene, BCB)으로 이루어진 군에서 선택

된 하나의 물질로 형성되는 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치.

청구항 6 

제 1 항에 있어서,

상기 제1전극은 ITO(Indium Tin Oxide), IZO(Indium Zinc Oxide), TO(Tin Oxide) 및 ZnO(Zinc Oxide)로 이루어

지는 군에서 선택되는 하나의 물질로 이루어 지고, 상기 제2전극은 Li, Ca, LiF/Ca, LiF/Al, Al, Mg 및 이들의

합금으로 이루어지는 군에서 선택되는 어느 하나의 물질로 이루어지는 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장

치.

청구항 7 

제 1 항에 있어서,

상기 제1전극은 Ag, Mg, Al, Pt, Pd, Au, Ni, Nd, Ir, Cr 및 이들의 화합물로 이루어지는 군에서 선택되는 어

느  하나의  물질로  반사막을  형성한  후,  상기  반사막의  상부에  ITO(Indium  Tin  Oxide),  IZO(Indium  Zinc
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Oxide), TO(Tin Oxide) 및 ZnO(Zinc Oxide)로 이루어지는 군에서 선택되는 하나의 물질인 투명전극의 적층구조

로 이루어지고, 상기 제2전극은 Li, Ca, LiF/Ca, LiF/Al, Al, Mg 및 Mg 합금으로 이루어지는 군에서 선택되는

하나의 물질로 이루어지는 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치.

청구항 8 

제 1 항에 있어서,

상기 제1전극은 ITO(Indium Tin Oxide), IZO(Indium Zinc Oxide), TO(Tin Oxide) 및 ZnO(Zinc Oxide)로 이루어

지는 군에서 선택되는 하나의 물질로 이루어지는 하부전극; 상기 하부전극 상에 위치하고, Ag, Mg, Al, Pt, Pd,

Au, Ni, Nd, Ir, Cr 및 이들의 화합물로 이루어지는 군에서 선택되는 어느 하나의 물질로 이루어지는 반사전극;

및  상기  반사막의  상에  위치하고,  ITO(Indium  Tin  Oxide),  IZO(Indium  Zinc  Oxide),  TO(Tin  Oxide)  및

ZnO(Zinc Oxide)로 이루어지는 군에서 선택되는 하나의 물질로 이루어지는 상부전극의 적층구조로 이루어지고,

상기 제2전극은 Li, Ca, LiF/Ca, LiF/Al, Al, Mg 및 Mg 합금으로 이루어지는 군에서 선택되는 하나의 물질로 이

루어지는 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치.

청구항 9 

제 1 항에 있어서,

상기 기판상에 형성되고, 소오스/드레인 영역을 구비하는 반도체층 및 상기 반도체층과 전기적으로 연결되는 소

오스/드레인 전극을 구비하는 박막트랜지스터를 더 포함하고,

상기 제1전극은 상기 소오스/드레인 전극 중 어느 하나에 연결되는 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치.

청구항 10 

기판을 제공하고,

상기 기판의 상부에 제1전극을 형성하고,

상기 제1전극의 상부에 화소정의막을 형성하고,

상기 화소정의막의 상부에 다수개의 볼형 스페이서를 도포하고,

상기 화소정의막 상에 제1전극의 일부를 노출시키는 개구부 및 제1영역과 제2영역으로 구분되는 비개구부를 형

성하고,

상기 제1전극의 상부에 위치하며, 발광층을 포함하는 유기막층을 형성하고,

상기 유기막층의 상부에 제2전극을 형성하는 것을 포함하는 것을 포함하고,

상기 제1영역은 상기 개구부의 에지부를 따라 형성되는 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치의 제조방법.

청구항 11 

제 10 항에 있어서,

상기 화소정의막을 형성한 이후에, 화소정의막 상에 개구부, 제1영역 및 제2영역을 형성하기 위하여 화소정의막

을 노광하는 공정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치의 제조방법.

청구항 12 

제 11 항에 있어서,

상기 화소정의막을 노광하는 공정은 하프톤 마스크를 사용하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치의 제

조방법.

청구항 13 

제 12 항에 있어서,

상기 하프톤 마스크는 광차단영역, 반투과영역 및 투과영역으로 이루어지고,
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상기 화소정의막이 양성(positive)  재료물질인 경우에는, 개구부로 예정된 부분이 투과영역이고, 제1영역으로

예정된 부분이 반투과영역이고, 제2영역으로 예정된 부분이 차단영역인 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장

치의 제조방법.

청구항 14 

제 17 항에 있어서,

상기 하프톤 마스크는 광차단영역, 반투과영역 및 투과영역으로 이루어지고,

상기 화소정의막이 음성(negative)  재료물질인 경우에는, 개구부로 예정된 부분이 차단영역이고, 제1영역으로

예정된 부분이 반투과영역이고, 제2영역으로 예정된 부분이 투과영역인 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장

치의 제조방법.

청구항 15 

제 10 항에 있어서,

상기 볼형 스페이서를 도포한 이후에, 볼형 스페이서를 포함하는 기판을 베이크하는 공정을 더 포함하는 것을

특징으로 하는 유기전계발광표시장치의 제조방법.

청구항 16 

제 15 항에 있어서,

상기 베이크 공정의 온도범위는 50℃ 내지 200℃인 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치의 제조방법.

청구항 17 

제 10 항에 있어서,

상기 기판상에 소오스/드레인 영역을 구비하는 반도체층 및 상기 반도체층과 전기적으로 연결되는 소오스/드레

인 전극을 구비하는 박막트랜지스터를 형성하는 공정을 더 포함하고,

상기 제1전극은 상기 소오스/드레인 전극 중 어느 하나에 연결되는 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치의

제조방법.

명 세 서

발명의 상세한 설명

    기 술 분 야

본 발명은 증착마스크에 의하여 발광층을 포함하는 유기막층을 형성함에 있어서, 화소정의막의 상부에 위치하<1>

는 볼형 스페이서를 사용하여, 증착마스크의 요철에 의한 화소정의막 등의 손상을 방지하기 위한 유기전계발광

표시장치 및 그의 제조방법에 관한 것이다.

    배 경 기 술

일반적으로, 유기전계발광소자는 ITO와 같은 투명전극인 제 1 전극(anode)과 일함수가 낮은 금속(Ca, Li, Al<2>

등)을 사용한 제 2 전극(cathode) 사이에 유기막층이 있는 구조로 구성된다. 이러한 유기전계발광소자에 순방향

의 전압을 인가하면, 양극과 음극에서 각각 정공(hole)과 전자(electron)는 결합하여 엑시톤(exciton)을 형성하

고, 엑시톤이 발광 재결합하여 전기 발광 현상을 일으킨다.

상기 제 1 전극은 반사형 즉, 빛을 반사하도록 형성하고 상기 제 2 전극은 투과형 즉, 빛을 투과하도록 형성함<3>

으로써, 상기 유기막층으로부터 방출되는 빛을 상기 제 2 전극방향으로 방출시키는 유기전계발광소자를 제조할

수 있다.

이때 상기 유기막층은 여러 방법으로 형성될 수 있는데, 그 중 한 방법이 증착이며, 상기 증착 방법을 이용하여<4>

유기전계발광표시장치를 제작하기 위해서는 박막 등이 형성될 면에 형성될 박막 등의 패턴과 동일한 패턴을 가

지는 마스크를 밀착시키고 박막 등의 재료를 증착하여 소정 패턴의 박막을 형성한다.
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도 1은 증착용 마스크를 구비한 증착 장치를 개략적으로 도시한 단면도이다.<5>

도 1을 참조하면, 마스크(1)를 이용하여 유기전계발광표시장치의 박막, 즉 발광층을 포함하는 유기막층을 증착<6>

하기 위해서는, 진공챔버(2)에 설치된 박막 증착 용기(crucible ; 3)와 대응되는 측에 마스크와 결합된 프레임

(4)을 설치하고 이의 상부에 박막 등이 형성될 대상물(5)을 장착한다. 그리고 그 상부에는 프레임(4)에 지지된

마스크(1)를 박막 등이 형성될 대상물(5)에 밀착시키기 위한 마그네트 유니트(6)를 구동시켜 상기 마스크(1)가

상기 박막 등이 형성될 대상물(5)에 밀착되도록 한다. 이 상태에서 상기 박막 증착 용기(3)의 작동으로 이에 장

착된 물질이 상기 대상물(5)에 증착되게 된다.

하지만, 상기 마스크의 표면에는 2∼3㎛의 요철이 형성되어 있고, 상기 마스크(1)와 박막 등이 형성될 대상물<7>

(5)이  밀착됨에  있어서,  상기  마스크의  요철에  의하여  대상물의  박막,  예를  들면,  화소정의막에  스크래치

(scratch)를 주기 때문에 이를 방지하기 위하여 대상물과 마스크 표면 사이에 스페이서 구조물을 형성한다.

도 2a 및 도 2b는 종래의 유기전계발광표시장치의 제조방법을 설명한 단면도이다.<8>

도  2a를  참조하면,  기판(100)상에  형성된  버퍼층(110),  상기  버퍼층(110)  상에  형성된  소오스/드레인  영역<9>

(120a, 120b) 및 채널영역(121)으로 이루어지는 반도체층과, 게이트 절연막(130) 상에 형성된 게이트 전극(13

1)과, 층간 절연막 상에 형성되어, 콘택홀을 통해 각각 소오스/드레인영역(120a, 120b)과 전기적으로 연결되는

소오스/드레인 전극(150a, 150b)을 구비한다.

한편, 상기 기판(100)  상에는 유기전계발광소자가 형성된다. 상기 유기전계발광소자는 박막트랜지스터 상부에<10>

형성되어 있는 보호막(160) 및 평탄화막(170) 상에 형성되어, 비어홀을 통해 상기 드레인 전극(150b)과 전기적

으로 연결되는 애노드로서의 제 1 전극(180)과 상기 제 1 전극의 일정영역을 노출시키고, 화소를 정의하는 개구

부를 포함하는 화소정의막(190)이 형성된다.

또한, 상기 화소정의막(190) 상에 스페이서 필름을 코팅하고, 상기 스페이서 필름의 상부에 포토레지스트막(미<11>

도시)을 형성하고, 상기 포토레지스트막(미도시)을 새도우 마스크를 사용하여 노광 및 현상함으로써, 포토레지

스트 패턴(미도시)을 형성한 후, 상기 포토레지스트 패턴(미도시)을 마스크로 하여 상기 스페이서 필름을 패턴

하여 스페이서 패턴(191)을 형성한다.

이어서, 도 2b를 참조하면, 상기한 바와 같은 증착용 마스크를 구비한 증착 장치에 의하여 발광층을 포함하는<12>

유기막층(192)을 형성한다. 또한, 스퍼터링 등의 방법에 의하여 상기 유기막층(192)의 상부에 제2전극(193)을

형성한다. 이때, 증착장치에 의하여 유기막층을 형성함에 있어서, 상기 스페이서 패턴은 상기 증착용 마스크가

상기 화소정의막이 형성된 기판상에 밀착됨에 따른 증착용 마스크의 요철에 의하여 화소정의막 등이 손상받는

것을 방지하는 역할을 한다.

하지만,  상기한  바와  같은  종래의  유기전계발광표시장치는  스페이서  패턴을  형성하기  위한  사진식각<13>

(photolithography) 공정이 1회 추가되고, 또한, 스페이서 필름의 형성에 따른 재료비가 상승하게 되므로 양산

성을 저하시키는 문제점이 있다.

또한, 상기한 바와 같은 종래의 유기전계발광표시장치는 사진 공정에 의하여 스페이서 필름을 패턴하여 상기와<14>

같은 스페이서 패턴을 형성하므로, 상기 제1전극상에 스페이서 필름의 잔막이 남아 유기전계발광소자의 성능을

저하시키는 문제점이 있다.

    발명의 내용

        해결 하고자하는 과제

따라서 본 발명은 상기와 같은 종래 기술의 제반 단점과 문제점을 해결하기 위한 것으로, 증착마스크에 의하여<15>

발광층을 포함하는 유기막층을 형성함에 있어서, 화소정의막의 상부에 위치하는 볼형 스페이서를 사용하여, 증

착마스크의 요철에 의한 화소정의막 등의 손상을 방지함으로써, 종래의 스페이서 패턴을 형성하기 위한 사진공

정을 배제하는 유기전계발광표시장치 및 그의 제조방법을 제공하는데 목적이 있다.

        과제 해결수단

전술한 바와 같은 목적을 달성하기 위하여, 본 발명은 기판; 상기 기판 상에 위치하는 제1전극; 상기 제1전극<16>

상에 위치하고, 상기 제1전극을 노출시키는 개구부 및 제1영역과 제2영역으로 구분되는 비개구부를 구비하는 화

소정의막; 상기 화소정의막의 제2영역에 위치하는 다수개의 볼형 스페이서; 상기 제1전극의 상부에 위치하며,
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발광층을 포함하는 유기막층; 및 상기 유기막층의 상부에 위치하는 제2전극을 포함하며, 상기 제1영역은 상기

개구부의 에지부를 따라 위치하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치를 제공한다.

또한, 본 발명은 상기 제1영역은 상기 제2영역보다 단차가 낮은 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치를 제<17>

공한다.

또한, 본 발명은 상기 제1영역의 폭은 상기 구형 스페이서의 크기의 1/2이상인 것을 특징으로 하는 유기전계발<18>

광표시장치를 제공한다.

또한, 본 발명은 상기 구형 스페이서의 크기는 3㎛ 내지 10㎛인 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치를 제<19>

공한다.

또한, 본 발명은 기판을 제공하고, 상기 기판의 상부에 제1전극을 형성하고, 상기 제1전극의 상부에 화소정의막<20>

을 형성하고, 상기 화소정의막의 상부에 다수개의 볼형 스페이서를 도포하고, 상기 화소정의막 상에 제1전극의

일부를 노출시키는 개구부 및 제1영역과 제2영역으로 구분되는 비개구부를 형성하고, 상기 제1전극의 상부에 위

치하며, 발광층을 포함하는 유기막층을 형성하고, 상기 유기막층의 상부에 제2전극을 형성하는 것을 포함하는

것을 포함하고, 상기 제1영역은 상기 개구부의 에지부를 따라 형성되는 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장

치의 제조방법을 제공한다.

또한, 본 발명은 상기 화소정의막을 형성한 이후에, 화소정의막 상에 개구부, 제1영역 및 제2영역을 형성하기<21>

위하여 화소정의막을 노광하는 공정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치의 제조방법을 제

공한다.

또한, 본 발명은 상기 화소정의막을 노광하는 공정은 하프톤 마스크를 사용하는 것을 특징으로 하는 유기전계발<22>

광표시장치의 제조방법을 제공한다.

또한, 본 발명은 상기 하프톤 마스크는 광차단영역, 반투과영역 및 투과영역으로 이루어지고, 상기 화소정의막<23>

이 양성(positive) 재료물질인 경우에는, 개구부로 예정된 부분이 투과영역이고, 제1영역으로 예정된 부분이 반

투과영역이고, 제2영역으로 예정된 부분이 차단영역인 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치의 제조방법을

제공하며, 또한, 상기 화소정의막이 음성(negative) 재료물질인 경우에는, 개구부로 예정된 부분이 차단영역이

고, 제1영역으로 예정된 부분이 반투과영역이고, 제2영역으로 예정된 부분이 투과영역인 것을 특징으로 하는 유

기전계발광표시장치의 제조방법을 제공한다.

또한, 본 발명은 상기 볼형 스페이서를 도포한 이후에, 볼형 스페이서를 포함하는 기판을 베이크하는 공정을<24>

더 포함하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치의 제조방법을 제공하며, 또한, 상기 베이크 공정의 온

도범위는 50℃ 내지 200℃인 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치의 제조방법을 제공한다.

        효 과

따라서, 본 발명에 따른 유기전계발광표시장치는 증착마스크에 의하여 발광층을 포함하는 유기막층을 형성함에<25>

있어서, 화소정의막의 상부에 위치하는 볼형 스페이서를 사용하여, 증착마스크의 요철에 의한 화소정의막 등의

손상을 방지함으로써 종래의 스페이서 패턴을 형성하기 위한 공정을 배제하는 효과가 있다.

또한, 본 발명에 따른 유기전계발광표시장치는 상기 스페이서 패턴을 형성하기 위한 공정을 배제하므로, 스페이<26>

서 패턴을 형성하기 위한 사진공정(photolithography) 공정을 줄일 수 있으며, 스페이서 필름의 형성에 따른 재

료비가 상승을 방지하는 효과가 있다.

또한, 본 발명에 따른 유기전계발광표시장치는 스페이서 필름의 패턴 공정을 배제하므로, 제1전극상에 스페이서<27>

필름의 잔막이 남아 유기전계발광소자의 성능을 저하시키는 문제점을 해결하는 효과가 있다.

또한, 본 발명에 따른 유기전계발광표시장치는 화소정의막의 개구부의 에지부를 따라 위치할 수 있는 볼형 스<28>

페이서를 제거함으로써, 유기막층 형성시 유기막층의 에지영역에서 유기막층 패턴의 두께 및 형상 등이 불균일

해지는 쉐도우(shadow) 현상을 방지할 수 있다.

    발명의 실시를 위한 구체적인 내용

본 발명의 상기 목적과 기술적 구성 및 그에 따른 작용효과에 관한 자세한 사항은 본 발명의 바람직한 실시 예<29>

를  도시하고  있는  도면을  참조한  이하  상세한  설명에  의해  보다  명확하게  이해될  것이다.  또한  도면들에

있어서, 층 및 영역의 길이, 두께 등은 편의를 위하여 과장되어 표현될 수도 있다. 명세서 전체에 걸쳐서 동일
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한 참조번호들은 동일한 구성요소들을 나타낸다.

도 3은 일반적인 유기전계발광표시장치의 단위화소를 나타낸 평면도이다.<30>

도면을 참조하면, 하나의 단위화소에는 스위칭 트랜지스터(Tr1)와 구동 트랜지스터(Tr2), 커패시터(40), 유기발<31>

광 다이오드(50)가 형성되어 신호에 따라 빛이 방출된다. 또한 게이트 라인(10)과 데이터 라인(20) 및 전원공급

라인(30)이 각 소자들에 연결된다.

상기 스위칭 트랜지스터(Tr1)는 게이트 라인(10)에 인가되는 스캔 신호에 의해 구동되며, 데이터 라인(20)에 인<32>

가되는 데이터 신호를 구동 트랜지스터(Tr2)로 전달하는 역할을 한다.

상기 구동 트랜지스터(Tr2)는 상기 스위칭 트랜지스터(Tr1)로부터 전달된 데이터 신호와 전원공급 라인(30)으로<33>

부터 전달된 신호, 즉 게이트와 소스간의 전압차에 의해 유기발광 다이오드(50)를 통해 흐르는 전류량을 결정한

다.

또한 상기 커패시터(40)는 상기 스위칭 트랜지스터(Tr1)를 통해 전달된 데이터 신호를 한 프레임 동안 저장하는<34>

역할을 한다.

도 4a 내지 4e는 본 발명의 실시예에 따른 유기전계발광표시장치의 제조방법을 나타내는 단면도이다.<35>

도 4a를 참조하면, 투명절연기판(200)의 전면에 실리콘산화물을 플라즈마-강화 화학기상증착(plasma-enhanced<36>

chemical vapor deposition, PECVD)방법으로 소정 두께의 버퍼층(210)을 형성한다. 이때, 상기 버퍼층(210)은

후속 공정으로 형성되는 비정질실리콘층의 결정화 공정 시 상기 투명절연기판(200) 내의 불순물이 확산되는 것

을 방지한다.

상기 버퍼층(210) 상부에 반도체층인 비정질실리콘층(도시안됨)을 소정두께 증착한다. 이어서, 상기 비정질실리<37>

콘층을  ELA(Excimer  Laser  Annealing),  SLS(Sequential  Lateral  Solidification),  MIC(Metal  Induced

Crystallization) 또는 MILC(Metal Induced Lateral Crystallization)법 등을 사용하여 결정화하고, 사진식각

공정으로 패터닝하여 단위 화소 내의 반도체층 패턴을 형성한다.

상기 반도체층패턴을 포함하는 기판 전면에 게이트 절연막(230)을 형성한다. 이때, 상기 게이트절연막(230)은<38>

실리콘산화막(SiO2), 실리콘질화막(SiNx) 또는 이들의 이중층으로 형성할 수 있다.

상기 게이트 절연막(230) 상의 상기 반도체층 패턴의 채널영역(221)과 대응되는 일정영역에 게이트 전극(231)을<39>

형성한다. 상기 게이트 전극(231)은 알루미늄(Al), 알루미늄 합금(Al-alloy), 몰리브덴(Mo) 및 몰리브덴 합금

(Mo-alloy)으로 이루어진 군에서 선택되는 하나로 형성할 수 있다.

 그 다음, 상기 게이트전극(231)을 이온주입마스크로 사용하여 상기 반도체층패턴(220)에 불순물을 이온주입하<40>

여 소오스/드레인영역(220a 220b)을 형성한다. 이때, 상기 이온주입공정은 n+ 또는 p+ 불순물을 도펀트로 이용

하여 실시된다.

다음으로, 전체표면 상부에 소정 두께의 층간절연막(240)을 형성한다. 이때, 상기 층간절연막(240)은 실리콘산<41>

화막(SiO2), 실리콘질화막(SiNx) 또는 이들의 이중층으로 형성할 수 있다.

그 다음,  사진식각공정으로 상기 층간절연막(240)  및 게이트절연막(230)을 식각하여 상기 소오스/드레인영역<42>

(220a, 220b)을 노출시키는 콘택홀을 형성한다.

다음, 상기 콘택홀을 포함한 전체표면 상부에 소오스/드레인 전극물질을 형성하고, 사진식각공정으로 상기 소오<43>

스/드레인  전극물질을  식각하여  상기  소오스/드레인영역(220a,  220b)에  접속되는  소오스/드레인전극(250a,

250b)을 형성한다. 이때, 상기 소오스/드레인 전극(250a, 250b)을 형성함에 있어, 상기 소오스/드레인 전극 물

질로는 Mo, W, MoW, AlNd, Ti, Al, Al 합금, Ag 및 Ag 합금 등으로 이루어진 군에서 선택되는 하나의 물질로

단일층으로 형성하거나, 배선 저항을 줄이기 위해 저저항물질인 Mo, Al 또는 Ag의 2층 구조 또는 그 이상의 다

중막 구조, 즉, Mo/Al/Mo, MoW/Al-Nd/MoW, Ti/Al/Ti, Mo/Ag/Mo 및 Mo/Ag-합금/Mo 등으로 이루어진 군에서 선택

되는 하나의 적층구조로 형성한다.

상기 소오스/드레인 전극(250a, 250b) 상부에는 절연막이 위치하고, 상기 절연막은 무기막(260), 유기막(270)<44>

또는 그들의 이중층일 수 있다. 또한, 상기 절연막 내의 비아홀을 통하여 연결되는 제1전극층(280)이 상기 절연

막 상에 위치한다.

상기 제1전극층(280)은 배면발광형의 경우에는 투명전극으로, 전면발광형의 경우에는 반사형전극으로 구비될 수<45>
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있다. 상기 제1전극층이 투명전극으로 사용될 때에는 ITO(Indium Tin Oxide), IZO(Indium Zinc Oxide), TO(Tin

Oxide) 및 ZnO(Zinc Oxide)로 이루어지는 군에서 선택되는 하나로 구비될 수 있고, 반사형전극으로 사용될 때에

는 Ag, Mg, Al, Pt, Pd, Au, Ni, Nd, Ir, Cr 및 이들의 화합물로 이루어지는 군에서 선택되는 어느 하나로 반

사막을 형성한 후,  그 위에 ITO(Indium  Tin  Oxide),  IZO(Indium  Zinc  Oxide),  TO(Tin  Oxide)  및 ZnO(Zinc

Oxide)로 이루어지는 군에서 선택되는 하나의 물질로 투명전극을 적층하여 형성할 수 있다.

또한, 상기 제 1 전극층(280)은 전면발광형의 경우에 하부전극층(280a), 반사전극층(280b) 및 상부전극층(280<46>

c)의 적층구조로 하여 형성할 수 있다.

상기  하부전극층(280a)은  ITO(Indium  Tin  Oxide),  IZO(Indium  Zinc  Oxide),  TO(Tin  Oxide)  및  ZnO(Zinc<47>

Oxide)로 이루어지는 군에서 선택되는 하나로 형성할 수 있다. 이때, 상기 하부전극층(280a)은 50 내지 100Å의

두께를 지니도록 형성한다. 상기 하부전극층(280a)의 두께가 50Å이하일 경우 균일도 확보가 어렵고, 100Å 이

상일 경우 하부전극층 자체 스트레스 때문에 접착력이 약화된다.

상기 반사전극층(280b)은 Al, Al 합금, Ag 및 Ag 합금 등으로 이루어진 군에서 선택되는 하나의 물질을 이용하<48>

여 형성할 수 있으며, 이때, 반사전극층(280b)의 두께는 900∼2000Å으로 형성할 수 있다. 두께가 900Å 이하인

경우 빛의 일부가 투과하게 되며, 1000Å 정도가 빛이 투과하지 않는 최소의 두께이다. 또한, 2000Å 이상일 경

우 원가 측면이나 공정 시간 등에서 바람직하지 않다.

이때, 상기 반사전극층(280b)은 광 반사 역할을 하여 휘도와 광 효율을 증가시킬 수 있다.<49>

상기  상부전극층(280c)은  ITO(Indium  Tin  Oxide),  IZO(Indium  Zinc  Oxide),  TO(Tin  Oxide)  및  ZnO(Zinc<50>

Oxide)로 이루어지는 군에서 선택되는 하나로 형성할 수 있다. 이때, 상기 상부전극층(280c)의 두께는 50∼100

Å으로 형성한다. 상기 상부전극층(280c) 두께가 50Å이하일 경우 박막의 균일도를 보장할 수 없으며, 100Å이

상일 경우 간섭효과로 인하여 블루 영역에서 특히 반사율이 10%∼15% 이상 낮아지게 된다.

이어서, 상기 제1전극(280)  상에 절연막을 형성한다. 이때, 상기 절연막은 화소정의막(pixel  defined  layer;<51>

281)일 수 있다.

상기  화소정의막(281)은  폴리아크릴계  수지(polyacrylates  resin),  에폭시  수지(epoxy  resin),  페놀  수지<52>

(phenolic resin), 폴리아미드계 수지(polyamides resin), 폴리이미드계 수지(polyimides rein), 불포화 폴리

에스테르계 수지(unsaturated polyesters resin), 폴리페닐렌계 수지(poly(phenylenethers) resin) , 폴리페닐

렌설파이드계 수지(poly(phenylenesulfides)  resin)  및 벤조사이클로부텐(benzocyclobutene,  BCB)으로 이루어

진 군에서 선택된 하나의 물질로 형성할 수 있다.

이때, 상기 화소정의막(281)은 양성(positive) 재료물질 또는 음성(negative) 재료물질로 이루어질 수 있다.<53>

상기 양성(positive) 재료물질의 경우 사진식각(photolithography) 공정에서 빛을 조사받은 부분의 구조가 약해<54>

져(softening), 현상 공정시 빛을 조사받은 부분이 제거가 일어나는 물질이며, 상기 음성(negative) 재료물질의

경우 사진식각(photolithography)공정에서 빛을 조사받은 부분의 구조가 강해져(hardening), 현상 공정시 빛을

조사받지 않은 부분이 제거가 일어나는 물질이다.

이어서, 상기 화소정의막(281)에 상기 제1전극의 일부를 노출시키는 개구부 및 제1영역과 제2영역으로 구분되는<55>

비개구부를 형성하기 위한 사진식각(photolithography) 공정을 실시한다.

도 4b를 참조하면, 상기 사진식각(photolithography) 공정은 먼저, 하프톤(282)를 사용하여 상기 화소정의막을<56>

노광(expose)한다.

상기 하프톤 마스크(282)는 광차단영역(282a), 반투과영역(282b) 및 투과영역(282c)으로 이루어져 있으며, 상기<57>

광차단영역(282a)은 빛을 완전히 차단하는 영역이고, 상기 반투과영역(282b)은 빛의 일부분만을 투과하는 영역

이며, 상기 투과영역(282c)은 빛을 모두 투과하는 영역에 해당한다.

이때, 상기 하프톤 마스크는 상기 화소정의막의 재료에 따라 구조가 달라질 수 있다.<58>

즉, 도 4b에 개시된 바와 같이, 상기 하프톤 마스크(282)는 상기 화소정의막의 물질이 양성(positive) 재료물질<59>

인 경우에는, 개구부로 예정된 부분이 투과영역이고, 제1영역으로 예정된 부분이 반투과영역이며, 제2영역으로

예정된 부분이 차단영역으로, 상기 하프톤 마스크를 통하여 조사된 빛에 의하여, 빛을 조사받은 부분의 구조가

약해져(softening), 이후 현상 공정시 빛을 조사받은 영역의 제거가 일어나게 되는데, 상기 개구부로 예정되는

영역의 화소정의막은 완전히 제거가 일어나고, 상기 제1영역으로 예정된 부분의 화소정의막은 일부 제거가 일어
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나며, 제2영역으로 예정된 부분의 화소정의막은 제거가 일어나지 않게 된다. 

또한, 도면에는 도시되지 않았지만, 상기 하프톤 마스크는 상기 화소정의막의 물질이 음성(negative) 재료물질<60>

인 경우에는, 개구부로 예정된 부분이 차단영역이고, 제1영역으로 예정된 부분이 반투과영역이며, 제2영역으로

예정된 부분이 투과영역으로, 상기 하프톤 마스크를 통하여 조사된 빛에 의하여, 빛을 조사받은 부분의 구조가

강해져(hardening), 이후 현상 공정시 빛을 조사받지 않은 영역의 제거가 일어나게 되는데, 상기 개구부로 예정

되는 영역의 화소정의막은 완전히 제거가 일어나고, 상기 제1영역으로 예정된 부분의 화소정의막은 일부 제거가

일어나며, 제2영역으로 예정된 부분의 화소정의막은 제거가 일어나지 않게 된다. 

따라서, 상술한 바와 같은 하프톤 마스크를 통하여 화소정의막을 노광함으로써, 상기 화소정의막은 이후에 진행<61>

되는 현상공정에 의하여, 개구부는 완전히 제거되고, 제1영역은 일부 제거되며, 제2영역은 제거가 일어나지 않

게 되어, 제1영역은 제2영역보다 단차가 낮게 형성된다.

이어서, 도 4c를 참조하면, 상기 하프톤 마스크(282)에 의하여 화소정의막(281)을 노광(exposing)한 이후, 상기<62>

화소정의막(281) 상에 볼형 스페이서(290a)를 도포한다.

상기 볼형 스페이서의 크기는 3㎛ 내지 10㎛인 것이 바람직하다. 상기 볼형 스페이서의 크기가 3㎛미만인 경우<63>

는 이후 진행되는 유기막층 증착공정에서 증착용 마스크의 요철에 의한 화소정의막 등의 손상을 방지하는 것이

어렵고, 10㎛를 초과하는 경우 화소정의막 상의 볼형 스페이서로 인하여 추후의 공정에서 화소정의막 상에 형성

되는 제2전극과 같은 막의 형성이 불균일하게 되는 문제점이 있다.

이때, 상기 볼형 스페이서(290a)를 도포하는 것은 스페이서 살포기(290)를 사용하여 도포할 수 있으며, 도면상<64>

에는 설명의 편의를 위하여 볼형 스페이서의 간격이 균일하게 유지되는 것으로 표현하였으나, 실제로는 불균일

하게 산포된다.

이어서, 상기 볼형 스페이서(290a)를 도포한 이후, 이를 상기 화소정의막(281) 상에 고정시키기 위한 베이크 공<65>

정을 수행한다.

도  5a  및  도  5b는  상기  베이크  공정을  실시하지  않고  현상(developing)공정을  수행한  경우를  나타내는<66>

사진이다.

도 5a에서 알 수 있는 바와 같이, 현상공정을 수행하기 전에는 상기 볼형 스페이서가 화소정의막 상에 위치하고<67>

있었으나, 도 5b에서 알 수 있는 바와 같이, 현상공정을 수행한 이후에는 상기 볼형 스페이서가 화소정의막 상

에서 모두 제거되었음을 알 수 있다.

도 6a 및 도 6b는 상기 베이크 공정을 실시한 후 현상(developing)공정을 수행한 경우를 나타내는 사진이다.<68>

도 6a에서 알 수 있는 바와 같이, 현상공정을 수행하기 전에 상기 볼형 스페이서가 화소정의막 상에 위치하고<69>

있음을 알 수 있고, 또한, 도 5b에서 알 수 있는 바와 같이, 현상공정을 수행한 이후에도 여전히 상기 볼형 스

페이서가 화소정의막 상에서 위치하고 있음을 알 수 있다.

즉, 본 발명에서는 화소정의막을 하프톤 마스크를 사용하여 노광한 후, 볼형 스페이서를 산포하고, 이후 현상공<70>

정에 의하여 화소정의막에 개부부 및 제1영역과 제2영역으로 구분되는 비개구부를 형성하게 되는데, 이때, 상기

볼형 스페이서를 산포한 후에 베이크 공정을 실시하지 않은 경우에는 현상공정과 함께 볼형 스페이서가 모두 제

거되어 버리므로, 볼형 스페이서가 화소정의막에 고정될 수 있도록 볼형 스페이서 산포 이후 베이크 공정을 실

시한다.

이때, 상기 베이크 공정은 50℃ 내지 200℃ 온도로 실시할 수 있다. 상기 온도가 50℃미만인 경우는 볼형 스페<71>

이서가 화소정의막에 고정되는 효과가 미비하며, 200℃를 초과하는 경우는 현상공정에서 제거되어야 할 화소정

의막의 일정영역, 예를 들면, 개구부 또는 제1영역에 잔막이 발생하는 문제점이 있다.

다음으로, 도 4d를 참조하면, 상기 베이크 공정을 수행한 후, 상기 화소정의막을 현상(developing)하여, 화소정<72>

의막에 제1전극의 일부를 노출시키고, 발광영역을 정의하는 개구부(281a) 및 제1영역(A)과 제2영역(B)으로 구분

되는 비개구부를 형성한다.

상술한 바와 같이, 상기 개구부(281a) 및 제1영역(A)과 제2영역(B)으로 구분되는 비개구부를 형성하는 것은 상<73>

기 화소정의막의 물질이 양성(positive) 재료물질인 경우에는, 하프톤 마스크의 투과영역을 통하여 빛을 조사받

은 개구부로 예정된 부분의 화소정의막과 하프톤 마스크의 반투과영역을 통하여 빛을 조사받는 제1영역으로 예

정된 부분의 화소정의막은 제거되고, 하프톤 마스크의 차단영역으로 인하여 빛을 조사받지 않은 제2영역으로 예
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정된 부분의 화소정의막은 제거되지 않음으로써 형성된다.

또한, 상술한 바와 같이, 상기 개구부(281a) 및 제1영역(A)과 제2영역(B)으로 구분되는 비개구부를 형성하는 것<74>

은 상기 화소정의막의 물질이 음성(negative) 재료물질인 경우에는, 하프톤 마스크의 차단영역으로 인하여 빛을

조사받지 않은 개구부로 예정된 부분의 화소정의막과 하프톤 마스크의 반투과영역을 통하여 빛을 조사받는 제1

영역으로 예정된 부분의 화소정의막은 제거되고, 하프톤 마스크의 개구영역을 통하여 빛을 조사받은 제2영역으

로 예정된 부분의 화소정의막은 제거되지 않음으로써 형성된다.

이때, 상기 개구부(281a)의 화소정의막은 완전히 제거되어 제1전극의 일부를 노출시켜 화소를 정의하고, 상기<75>

제1영역(A)의 화소정의막은 일정 부분 제거되어 상기 제2영역(B)보다 낮은 단차를 갖게 된다.

또한, 상기 개구부(281a)의 화소정의막과 상기 제1영역(A)의 화소정의막이 제거되면서, 그 상부에 위치하는 볼<76>

형 스페이서도 함께 제거되게 되며, 따라서, 제2영역(B) 상에 위치하는 볼형 스페이서는 여전히 화소정의막 상

에 존재하게 되나, 개구부(281a)에 의하여 노출된 제1전극의 상부 및 제1영역의 화소정의막의 상부(281b)에는

볼형 스페이서가 존재하지 않게 된다.

이때, 상기 제1영역(A)은 상기 개구부(281a)의 에지(edge)부를 따라 형성된다.<77>

본 발명에서는 상기 제1영역(B)을 형성함으로써, 상기 개구부(281a)의 에지(edge)부에는 볼형 스페이서가 존재<78>

하지 않도록 할 수 있다. 여기서, 개구부의 에지부라 함은 화소정의막의 상면영역을 기준으로 한 에지를 의미하

는 것으로, 상기 제1영역과 일정부분 중첩될 수 있는 영역에 해당한다.

즉, 상기 개구부의 에지부 상에도 볼형 스페이서가 존재하는 경우, 후속 공정인 증착용 마스크를 사용하는 증착<79>

방법에 의하여 유기막층을 형성하는 공정에서, 상기 에지부 상의 볼형 스페이서가 장애물이 되어 유기막층의 에

지영역에서 패턴의 두께 및 형상 등이 불균일 해지는 쉐도우(shadow)  현상이 일어나게 되므로, 상기 개구부

(281a)의 에지(edge)부에는 볼형 스페이서가 존재하지 않도록 하는 것이다.

이때, 상기 제1영역(A)의 폭은 구형 스페이서의 크기의 1/2이상인 것이 바람직하며, 상기 제1영역(A)의 폭이 구<80>

형 스페이서 크기 1/2미만인 경우는 상기 개구부(281a)의 에지(edge)부에 존재할 수 있는 구형 스페이서를 용이

하게 제거할 수 없어 바람직하지 않다.

또한, 상기 제1영역(A)의 폭의 상한치는 구형 스페이서가 존재하는 제2영역의 넓이를 고려하여 적절히 조절할<81>

수 있으며, 제2영역 상에 구형 스페이서가 존재할 수 있는 범위내에서 제1영역의 폭의 상한치가 결정될 수 있음

을 알 수 있다.

이때, 상기 제1영역의 폭은 상술한 하프톤 마스크의 반투과영역의 폭을 조절함으로써 설정할 수 있다.<82>

이어서, 도 4e를 참조하면, 상기 제1전극(280) 상에 위치하며, 발광층을 포함하는 유기막층(291)을 형성하고,<83>

이어서, 상기 유기막층(291) 상에 제2전극(292)을 형성한다.

상기 발광층을 포함하는 유기막층(291)은 증착용 마스크를 사용하는 증착 장치에 의하여 형성한다. 이때, 증착<84>

장치에 의하여 유기막층을 형성함에 있어서, 상기 볼형 스페이서는 상기 증착용 마스크가 상기 화소정의막이 형

성된 기판상에 밀착됨에 따른 증착용 마스크의 요철에 의하여 화소정의막 등이 손상받는 것을 방지하는 역할을

한다.

즉, 상기와 같은 본 발명의 유기전계발광표시장치는 제1전극의 상부에 화소정의막을 형성하고, 하프톤 마스크를<85>

사용하여 개구부로 예정되는 영역 및 제1영역과 제2영역으로 구분되는 비개구부로 예정되는 이외의 영역을 노광

한 후, 볼형 스페이서를 도포하고, 베이크 공정에 의하여 볼형 스페이서를 화소정의막 상에 고정시킨 후, 화소

정의막을 현상함으로써, 화소정의막의 제2영역에 볼형 스페이서를 위치시켜, 이에 의하여 증착용 마스크의 요철

에 의한 화소정의막의 손상을 방지할 수 있다.

또한, 화소정의막의 제1영역의 일부를 제거하면서 상기 제1영역상에 위치할 수 있는 볼형 스페이서를 함께 제거<86>

함으로써, 유기막층 형성시 유기막층의 에지영역에서 유기막층 패턴의 두께 및 형상 등이 불균일 해지는 쉐도우

(shadow) 현상을 방지할 수 있다.

따라서, 본 발명의 유기전계발광표시장치는 종래의 유기전계발광표시장치와 같은, 스페이서 패턴을 형성하기 위<87>

한 사진식각(photolithography) 공정을 배제할 수 있고, 스페이서 패턴하는 공정을 배제하므로 제1전극상에 스

페이서 필름의 잔막이 남아 유기전계발광소자의 성능을 저하시키는 문제점을 해결할 수 있으며, 이와 동시에 유

기막층의 에지영역에서 유기막층 패턴의 두께 및 형상 등이 불균일 해지는 쉐도우(shadow) 현상을 방지할 수 있
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다.

 상기 유기막층(291)은 발광층을 포함하며 그 외에 홀주입층, 홀수송층, 전자수송층 및 전자주입층 중 어느 하<88>

나 이상의 층을 추가로 포함할 수 있으며, 본 발명에서는 상기 유기막층의 구성 및 물질에 관하여 한정하는 것

은 아니다.

상기  홀  수송층을  형성하는  홀  수송성  물질로는  N,N'-디(나프탈렌-1-일)-N,N'-디페닐-벤지딘{N,N'-<89>

di(naphthalene-1-yl)-N,N'-diphenyl-benzidine:α-NPB},  N,N'-비스(3-메틸페닐)-N,N'-디페닐-[1,1'-비페닐]-

4,4'-디아민(TPD) 등을 사용할 수 있다. 그리고 홀수송층의 막두께는 10 내지 50nm 범위로 형성할 수 있다. 상

기 홀수송층의 두께 범위를 벗어나는 경우에는 홀 주입 특성이 저하되므로 바람직하지 못하다.

이러한 홀수송층에는 홀수송성 물질이외에 전자-홀 결합에 대하여 발광할 수 있는 도펀트를 부가할 수 있으며,<90>

이러한  도펀트로는  4-(디시아노메틸렌)-2-터트-부틸-6-(1,1,7,7-테트라메틸줄로리딜-9-에닐)-4H-피란(4-

(dicyanomethylene)-2-t-butyl-6-(1,1,7,7-tetramethyljulolidyl-9-enyl)-4H-pyran:  DCJTB),  쿠마린

6(Coumarin 6), 루브레네(Rubrene), DCM, DCJTB, 페닐렌(Perylene), 퀴나크리돈(Quinacridone) 등을 이용하며,

그 함량은 홀수송층 형성용 물질 총중량에 대하여 0.1 내지 5중량%를 사용한다. 이와 같이 홀수송층 형성시 도

펀트를 부가하면, 발광색을 도펀트 종류 및 함량에 따라 조절가능하며, 홀수송층의 열적 안정성을 개선하여 소

자의 수명을 향상시키는 잇점이 있다.

또한, 상기 홀주입층은 스타버스트(starbust) 아민계 화합물을 이용하여 형성할 수 있으며, 홀 주입층의 두께는<91>

30 내지 100nm로 형성할 수 있다. 상기 홀주입층의 두께 범위를 벗어나는 경우에는 홀 주입 특성이 불량하므로

바람직하지 못하다. 상기 홀주입층을 통하여 대향전극과 홀수송층간의 접촉저항을 감소시키고, 애노드전극의 홀

수송능력이 향상시켜 소자의 특성이 전반적으로 개선되는 효과를 얻을 수 있다.

본  발명의  발광층의  형성재료는  특별히  제한되지는  않으며,  구체적인 예로서 CBP(4,4'-bis(carbazol-9-yl)-<92>

biphenyl)을 들 수 있다.

본 발명의 발광층은 상술한 홀수송층과 마찬가지로 전자-홀 결합에 대하여 발광할 수 있는 도펀트를 더 함유할<93>

수 있으며, 이때, 도펀트 종류 및 함량은 홀수송층의 경우와 거의 동일한 수준이며, 상기 발광층의 막두께는 10

내지 40 nm 범위인 것이 바람직하다.

상기  전자수송층을  형성하는  전자수송성  물질로는  트리스(8-퀴놀리놀라토)-알루미늄(tris(8-quinolinolate)-<94>

aluminium: Alq 3 ), Almq 3 을 이용하며, 상술한 홀수송층과 마찬가지로 전자-홀 결합에 대하여 발광할 수 있

는 도펀트를 더 함유하기도 한다. 이때, 도펀트 종류 및 함량은 홀수송층의 경우와 거의 동일한 수준이며, 상기

전자수송층의 막두께는 30 내지 100nm 범위로 할 수 있다. 상기 전자수송층의 두께 범위를 벗어나는 경우에는

효율 저하 및 구동전압이 상승하여 바람직하지 못하다.

상기 발광층과 전자수송층 사이에는 홀 장벽층(HBL)이 더 형성될 수 있다. 여기에서 홀 장벽층은 인광발광물질<95>

에서 형성되는 엑시톤이 전자수송층으로 이동되는것을 막아주거나 홀이 전자수송층으로 이동되는 것을 막아주는

역할을 하는 것으로, 상기 홀 장벽층 형성 재료로서 BAlq를 사용할 수 있다.

상기 전자주입층은 LiF로 이루어진 물질로 형성할 수 있으며, 이의 두께는 0.1 내지 10nm 범위로 형성할 수 있<96>

다. 상기 전자주입층층의 두께범위를 벗어나는 경우에는 구동전압이 상승하여 바람직하지 못하다.

상기 유기막층 상부에 형성된 제2전극(292)은 배면발광형인 경우, 반사형으로 구성되며, 반사형으로 구성되는<97>

경우 Li, Ca, LiF/Ca, LiF/Al, Al, Mg 및 이들의 합금으로 이루어지는 군에서 선택되는 어느 하나의 물질로 형

성할 수 있다.

또한, 상기 유기막층 상부에 형성된 제2전극(292)은 전면발광형인 경우, 반투과 캐소드형 또는 반투과 캐소드<98>

형성 후 투과형 캐소드형를 적층한 구조로 구성되며, 상기 반투과 캐소드형은 Li, Ca, LiF/Ca, LiF/Al, Al, Mg

및 Mg 합금으로 이루어지는 군에서 선택되는 어느 하나의 물질을 이용하여 이를 5 내지 30nm의 두께로 얇게 형

성하여 구성할 수 있으며, 상기 반투과 캐소드 형성후 투과형 캐소드형을 구성하는 방법은 일 함수가 작은 금속

즉, Li, Ca, LiF/Ca, LiF/Al, Al, Mg 및 Mg 합금으로 이루어지는 군에서 선택되는 어느 하나의 물질을 이용하여

반투과형 캐소드를 형성한 후 저저항 특성을 갖는 ITO, IZO(Indium Zinc Oxide)등을 이용한 막을 추가적으로 형

성하여 만든다. 이때, 반투과 캐소드의 두께가 5nm미만인 경우에는 저전압에서 전자주입을 못하고 만약 반투과

캐소드의 두께가 30nm 이상인 경우에는 경우에는 투과율이 현저하게 떨어져 바람직하지 못하다. 또한 반투과 캐

소드와 투과형 캐소드를 합친 총두께는 10 내지 400nm의 두께가 적당하다.
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본 발명은 이상에서 살펴본 바와 같이 바람직한 실시 예를 들어 도시하고 설명하였으나, 상기한 실시 예에 한<99>

정되지 아니하며 본 발명의 정신을 벗어나지 않는 범위 내에서 당해 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식

을 가진 자에 의해 다양한 변경과 수정이 가능할 것이다.

도면의 간단한 설명

도 1은 증착용 마스크를 구비한 증착 장치를 개략적으로 도시한 단면도,<100>

도 2a 및 도 2b는 종래의 유기전계발광표시장치의 제조방법을 설명한 단면도,<101>

도 3은 일반적인 유기전계발광표시장치의 단위화소를 나타낸 평면도,<102>

도 4a 내지 4e는 본 발명의 실시예에 따른 유기전계발광표시장치의 제조방법을 나타내는 단면도,<103>

도 5a 및 도 5b는 베이크 공정을 실시하지 않고 현상(developing)공정을 수행한 경우를 나타내는 사진,<104>

도 6a 및 도 6b는 베이크 공정을 실시한 후 현상(developing)공정을 수행한 경우를 나타내는 사진이다.<105>

<도면 주요부분에 대한 부호의 설명><106>

200 : 기판                      210 : 버퍼층<107>

220a : 소오스영역               220b : 드레인영역<108>

221 : 채널영역                  230 : 게이트절연막<109>

231 : 게이트전극                240 : 층간절연막<110>

150a : 소오스전극               150b : 드레인전극<111>

260 : 무기막                    270 : 유기막<112>

280 : 제1전극                   281 : 화소정의막<113>

290 : 스페이서 살포기           290a : 볼형 스페이서<114>

291 : 유기막층                  292 : 제2전극<115>
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摘要(译)

本发明提供了一种有机电致发光显示装置，其中它包括有机薄膜，第二
电极位于包括像素限定层的有机薄膜的上部，多个球形隔离物位于像素
的第二部分中发光层和发光层位于第一电极的上部，该第一电极配备有
形成有机膜的基板，并且用于通过沉积掩模等的凹凸来防止包括像素限
定层的损坏。球形间隔物位于像素限定层的上部，第一电极位于基板的
表面上，并且开口部分和第一区域沿着包括发光层的开口部分的边缘部
分定位。沉积掩模。开口部分暴露第一电极，第一电极位于第一电极的
表面上电极和非开口部分分为第一区和第二区。此外，本发明提供了有
机电致发光显示装置的制造方法，其中它形成有机膜，并且暗示意味着
在有机膜的上部形成第二电极，并且第一区域沿着边缘部分形成。在包
括发光层的开口部分中，基板位于第一电极的上部，基板设置在第一电
极上，第一电极形成在基板的上部，像素限定层形成在上部第一电极和
多个球形间隔物涂覆在像素限定层的上部，并且开口部分暴露像素限定
层上的第一电极的一部分，并且分类为第一区域和第二部分的非开口部
分是形成。
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